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KISALTMALAR VE SIMGELER

A : Diyotun etkin alani

A : Richardson sabiti

ac : Alternatif akim

C : Kapasite

C-V : Kapasite-gerilim

C-V-f: Kapasite-gerilim-frekans
d : Schottky bolgesinin genisligi
D : Elektrik yer degistirme

e : Elektronun ytikii

E : Elektrik alan

E, : Optik bant aralig1
E

E"’ : Valans (degerlik) bandi1 enerji seviyesi

¢ : [letkenlik band1 enerji seviyesi

E. : Metal i¢indeki termoiyonik emisyon i¢in gerekli minimum enerji
Ef : Fermi enerji seviyesi
# : Fononun enerjisi

E, : Valans bandinin tepesi ile vakum seviyesi arasindaki fark
E__: Yariiletken yiizeyindeki arayiizey hallerinin enerjisi
s : Yariiletkenin dielektrik sabiti
: Boslugun dielektrik sabiti

€ : Kompleks dielektrik gegirgenlik sabiti

¢ . Dielektrik sabiti

€" . Dielektrik kayip
f: Frekans

FF : Glines pilinin doluluk oran1

Sr (E ) : Fermi-Dirac fonksiyonu



Kisaltmalar ve Simgeler

F(V) : Norde fonksiyonu

P, : Stfir gerilimdeki zahiri (apparent) engel yiiksekligi
@, : Schottky engel yiiksekligi

@, : Ortalama engel yiiksekligi

@3
o

: Kapasite-voltaj dl¢limlerinden hesaplanan engel yiiksekligi

: Diiz beslem gerilimine baglh olarak /-V 6lglimlerinden hesaplanan engel
yiiksekligi

& _ : Etkin engel yliksekligi

@_ : Metalin is fonksiyonu

@_: Yariiletkenin is fonksiyonu

®,, : Akim-gerilim 6lgiimlerinden elde edilen engel yiiksekligi

®_, : Kapasite-gerilim dlg¢imlerinden elde edilen engel ytiksekligi

® : Engel yiiksekligindeki degisim

¥ : Arayiizey tabakasinin gosterdigi tiinelleme engel yiiksekligi

Zs . Yariiletkenin elektron ilgisi

\P(x ) : Yiizey potansiyeli

8. (E) : Iletkenlik bandindaki hal yogunlugu
G/w-V : Kondiiktans (iletkenlik)-gerilim
G/w-V-f: Kondiiktans (iletkenlik)-gerilim-frekans
h : Planck sabiti (h=6.626% 1034 J.s)

hv . Fotonun enerjisi

1: Akim

I-V : Akim-gerilim

Iy . Doyma akimi

I, : Dogru beslem altindaki akim

Iph : Isik tarafindan olusturulan akim

L, : Ters beslem altindaki akim

I : Kisa devre akimi

J: Akim yogunlugu

Vi



Kisaltmalar ve Simgeler

<

m—=s : Metalden yariiletkene dogru akan akim yogunlugu

<

som : Yariiletkenden metale dogru akan akim yogunlugu
Jg : Ters-doyma akim yogunlugu

& : Jenerasyon akim yogunlugu
J, : Rekombinasyon akim yogunlugu
k : Boltzmann sabiti ( k =8625%10% eV/K)
m" : Etkin tiinelleme kiitlesi
m;; : Elektronun etkin kiitlesi
" Holiin etkin kiitlesi
M, : Molekiil agirlig:
M, Kompleks elektrik modiilii
M' . Elektrik modiiliiniin gergel bileseni
M"" . Elektrik modiiliiniin sanal bileseni
n : Idealite faktorii
"o . n-tipi bir yariiletken icin elektron konsantrasyonu
o . Sufir gerilimdeki zahiri (apparent) idealite faktorii
i . Asal elektron konsantrasyonu
N, : Iyonize olmus akseptor konsantrasyonu
N, : Iyonize olmus donor konsantrasyonu
N_: Yariiletkenin iletkenlik bandindaki hal yogunlugu
N, : Yariiletkenin valans bandindaki hal konsantrasyonu
N_, : Arayiizey hal yogunlugu
P : Gii¢ kayb1
Po . p-tipi bir yariiletken i¢in hol konsantrasyonu
0 : Birim alan basina diisen yiik yogunlugu
0., : Araylizey hal yiik yogunlugu
R_: Seri direng
S : Gilines pilinin etkin alani

. Giines pilinin verimi

vii



Kisaltmalar ve Simgeler

P Voltaj katsayisi
P (x ) : Konuma bagli uzay yiikii yogunlugu
O :Yiizey yiik yogunlugu
@ : ac elektriksel iletkenlik
s : Standart sapma
: Engel yiiksekliginin sicaklik katsayisi
¢ : Emisyon katsayisi
s : Sogurma katsayist
o : Standart sapmanin sicakliga bagliligi
T : Sicaklik
T . Tastyic yagam siiresi
d : Araylizey tabakasinin kalinligi
tand . Kayip tanjant
Vi Gerilim (voltaj)
Viy : Diflizyon potansiyeli
V.. Araylizeydeki gerilim diismesi
V.. Agik devre gerilimi
V. Tiikenim bolgesindeki gerilim diigmesi
v:Hiz
w : Tiikenim tabakasinin genisligi
@ : Uygulanan elektrik alanin agisal frekansi
Y : Admitans
Z : Empedans
zZ" . Kompleks empedans
BaP : Benzo[a]pyrene
BH : Engel yiiksekligi
DC : Dogru akim
DLTS : Derin seviye gegici spektroskopisi
EDX : Enerji dagilimli X-1g1m1

viii



Kisaltmalar ve Simgeler

FE : Alan emisyonu

FET : Alan etkili transistor

GD : Gaussian (Gauss) dagilimi

HID : Heteroeklem yap1

IR : Kizil6tesi (infrared)

MESFET : Metal yariiletken (Schottky engel tabakali) alan etkili transistor
MFIS : Metal/ferroelektrik/yalitkan/yariiletken

MIS : Metal/yalitkan/yariiletken

MOS : Metal/oksit/yariiletken

MOSFET : Metal oksit yariiletken alan etkili transistor
MS : Metal/yariiletken

OFET : Organik alan etkili transistor

OP-AMP : islemsel yiikselteg

OPVD : Organik fotovoltaik yap1

PAH : Polisiklik aromatik hidrokarbon

PVD : Fiziksel buhar biriktirme

RF : Radyo frekansi

SBD : Schottky engel diyotu

SEM : Taramali elektron mikroskobu

TE : Termoiyonik Emisyon

TED : Termoiyonik Emisyon-Difiizyon

TEM : Gegirimli elektron mikroskobu

TFE : Termoiyonik alan emisyonu

UV : Mor6tesi (ultraviyole)

9,10-H,BaP : 9,10-Dihydrobenzo[a]pyrene-7(8H)-one
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